
1．はじめに

2015年 4月より物質化学科の実験助手として着
任してきました白井健士郎です．私は 2000年に龍
谷大学大学院理工学研究科物質化学専攻を修了しま
した．その後 3社の企業を経験し，そこでの主な業
務内容は金属やセラミックス及び複合材料等の焼結
に関する研究と実験で得られた試料等の最表面分析
や材料の定性・定量等の分析業務を行っていまし
た．
企業在籍中の 2005年，「博士号を 1 年で取得せ

よ1）」との辞令を受け，龍谷大学大学院理工学研究
科博士後期過程に入学しました．多くの人に助けら
れ翌年 2006年 3月に博士号を取得することができ
ました．また，企業に在籍していた約 11年間は龍
谷大学との共同研究を積極的に行っていました．今
振り返ると，本大学を修了した以降も長期にわたり
龍谷大学に出入りしていました．その後，ご縁があ
りまして，教員として龍谷大学に戻ってまいりまし
た．
本稿には本学大学院修士課程までの研究内容，企
業在籍時の龍谷大学との共同研究及び博士課程での
研究結果等について記します．なお，企業在籍時の
研究結果については機密保持の都合上，一部のみの

紹介となります．ご了承下さい．

2．本学での学生・研究生活

2.1 研究室配属

1997年当時の物質化学科は 3回生の夏休み前に
研究室配属が決まっていました（現在は学外実習先
の業務内容と研究室の研究内容をなるべく一致させ
るため 6月前半に決まっています）．私はセラミッ
クスに興味があったので無機材料系の研究室を探し
ました．当時の私が研究室を決める，希望するに当
たって以下の条件を挙げました．

①低環境負荷での材料合成
②勢いがあって，忙しく，鍛えてくれる研究室

当時はバブル崩壊した直後でしたので「低環境負
荷」，「省エネ」，「グリーン」という言葉は今ほど注
目を浴びていませんでしたが，環境問題に興味があ
ったので①の条件を挙げました．また，優秀な成績
では無かったにもかかわらず「将来的には研究職に
就きたい」という無謀な夢を持っていたので 4回生
の最後に私を鍛えてくれて，充分に知識を付けてく
れる研究室という理由で②の条件を掲げました．今
思えば②の条件を重要視していたと思います．研究
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室見学や友人から「○○研究室は忙しい，厳しい」
という様な意見を参考にし，当時講師になられた大
柳研究室を希望しました．見事第 1希望で配属が決
まりました（当時の第 1希望者はなんと 2人！．配
属後は想像以上に忙しく，期待以上に鍛えて頂きま
した．）．
研究室配属が決まって大柳先生との初面談で「成
績が良くないですが大丈夫でしょうか」と質問した
ところ，

・「今は無知でいい．これから勉強すればいい」
・「ゼロに 100をかけてもゼロ．しかし，1に 100

をかければ 100．頑張れば 100になる」

と思ってもいない返答で驚きました．その言葉に勇
気付けられ「この研究室でやるぞ！」と自分の「や
る気スイッチ」が ON になった事を今でも忘れま
せん．私も学生実験を通じて学生さんに勇気や感動
を与え，「やる気」を引き出すような指導をしてい
きたいと思います．

2.2 燃焼合成法による無機材料の合成

研究室配属後は燃焼合成法を利用した AlN-SiC

固溶体の合成に関して研究を行っていました．この
燃焼合成法，1967 年頃旧ソ連の研究者 Merzhanov

らが開発した無機化合物（セラミックス等）の合成
法です2）．最近の本学学生さんは耳慣れない言葉か
と思いますが，1990−2003年頃にかけて本学の大柳
研究室（旧小泉研究室）にて盛んに研究されていま
した．
燃焼合成の概要ですが，元素同士の化学反応時に
放出される大量の反応熱を利用して高融点化合物を
瞬時に合成するプロセスです．混合する原料粉末の
反応系が発熱反応であれば，最初に放電や抵抗発熱
等のエネルギーを投入するだけで合成反応を自己伝
播させることが可能です．例えば TiC を合成する
場合，Ti 粉末と C 粉末を化学量論比 1 : 1になる様
に混合し，それらの圧粉体を作製した後，減圧容器

内に設置します．その後，圧粉体の片側よりカーボ
ンリボンヒーターへの通電発熱により着火させるこ
とにより約 3000℃の高温を発しながら順次発熱反
応が自己伝播していきます（図 1）．正確な表現で
はないですが，もっと簡単な言い方をすると，「手
持ち花火の先端にライターで火をつけて，一瞬で自
己伝播燃焼し，燃え残りの芯部分に新たな生成物が
合成される」というイメージです．

燃焼合成法を他の合成法と比較すると以下に示す
ような優れた特性及び性質を持っています．
①反応装置が簡便である（減圧容器レベル）．
②反応を維持するための外部エネルギーが不要で
エネルギーの消費が少ない（外部熱源不要）．
③超高温発熱反応であり昇温降温速度が早い（数
秒で反応が完結）．
④自己浄化作用があり高純度化合物が得られる
（高温により不純物が系外に揮発）．

2.3 燃焼窒化法を用いた AlN-SiC 固溶体の合成3）

この燃焼窒化法は燃焼合成法の一種で，固相－気
相間で発熱反応させるものである（今回の系では固
相の Al と気相の N2との発熱反応であり，最高燃
焼温度は 2700℃にも達する）．SiC は高硬度，高強
度を有しているが破壊靱性がやや低いという弱点が
ある．その弱点を克服するため，2 H 構造での広い

図 1 TiC の燃焼合成反応における燃焼先端の
伝播過程
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固溶域を持つ AlN-SiC 固溶体の研究が盛んに行わ
れている．従来の AlN-SiC 固溶体の合成法は互い
が共有結合性の高融点化合物であるため，固相及び
固溶拡散を促進させるには高温（～2300℃），高圧
（～200 MPa），長時間（～15時間）での高負荷プロ
セスによる熱処理が必要であった．そこで本研究で
は固相－気相間の発熱反応を利用した燃焼窒化法を
利用して AlN-SiC 固溶体の短時間での合成を試み
た．以下の反応式になるよう原料粉末をモル比にて
秤量・混合した．

例：原料粉末 Al/Si/C＝6/4/4の場合
6 Al＋3 N2＋4 Si＋4 C

→6 AlN/4 SiCss

図 2に供給窒素ガス圧 1.0 MPa における原料粉末
Al/Si/C＝6/4/4にて燃焼窒化合成を行った温度プロ
ファイルの代表例を示す．粉末の片側に着火後，燃
焼合成の特徴である俊敏な反応（昇温速度：1009℃
/sec）が進行し，最高燃焼温度は 2430℃に達した．
本稿には掲載していないが，原料粉末中の Al 量増
加及び供給窒素ガス圧を上昇させると最高燃焼温度
は上昇する傾向を示した．これは N2と発熱反応を
引き起こす Al 含有量が増加することにより発熱反
応が多くなることと，供給窒素ガス圧が高圧になる
に従い窒化反応が活発に起こるためと推測される．

図 3に原料粉末 Al/Si/C＝6/4/4．供給窒素ガス圧
0.1～8.0 MPa にて燃焼窒化合成を行って得られた生
成物の X 線回折結果を示す．何れの結果も微量の
未反応 Si（図中△）を含んだ 2 H 構造の AlN-SiC

固溶体（図中●．ss は solid solution＝固溶体）の形
成が確認された．また，未反応物の Si と Al は高
圧窒素雰囲気で減少する傾向を示した．これは供給
窒素ガス圧が高圧になるに従い窒化反応が活発に起
こったため，未反応物が減少したものと推測され
る．
次に AlN-SiC 固溶体の結晶性と固溶の状態につ

いて評価を行った．

先ず，X 線回折における 2 H-AlN と 2 H-SiC の六
方晶構造における格子定数に大差は無くそのピーク
位置は非常に近い．しかし，図 3 の 60°付近の
（110）面回折ピークの 2 θ 値が比較的離れているこ
とが知られており，そのピークに注目した．図 4に
原料粉末 Al/Si/C＝6/4/4．供給窒素ガス圧 0.1～8.0

図 3 燃焼窒化法により合成された AlN-SiC 固
溶体の X 線回折パターン．Al/Si/C＝6/4/4.

図 2 燃焼窒化時の温度プロファイル
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MPa にて燃焼窒化合成を行って得られた生成物の
60°付近の X 線回折結果を示した．仮に AlN と SiC

が固溶していない場合，この付近のピークはそれぞ
れ独立した二つのピークとして観察することができ
る（図 4中にそれぞれの化合物のピーク位置を点線
で示した）．高圧窒素雰囲気側で合成した生成物に
は Kα 1, Kα 2 線の X 線回折ピークが確認できる
（図 4中の矢印付近．この Kα 2線は被測定試料の
結晶性が良好でない場合は不明瞭．一方，良好であ
る場合は明瞭に確認できる）．また，ピークの半価
幅（ピーク高さ 1/2の位置の幅）も高圧窒素雰囲気
になるに従い狭くなる傾向を示している．即ち供給
窒素ガス圧が高くなるに従い，より均質な AlN-SiC

固溶体を形成していることが示唆される．

以上の結果より，供給窒素ガス圧 0.1～8.0 MPa

の燃焼窒化にて AlN-SiC 固溶体を合成することが
できた．また，高圧窒素雰囲気にて均質な AlN-SiC

固溶体を得ることができた．

上記の研究を 4 回生時代に行いました．当時，
「高融点化合物であるセラミックスが燃焼により一
瞬で合成できる！」という驚きと感動を覚え，卒業

研究に没頭しました．元々，4回生で卒業し就職す
る予定でしたが「燃焼合成」の虜となり，「もっと
研究したい」と強く思い，修士課程に進学すること
を決意しました．

2.4 Si3N4の熱分解を利用した AlN-SiC 固溶体の常

圧燃焼窒化合成4）

原料粉末 Al/Si/C を用いて高圧窒素雰囲気下では
比較的均質な AlN-SiC 固溶体を得ることができた
が，常圧窒素雰囲気下で均質な固溶体を得ることは
困難であった．高圧窒素雰囲気での合成は多量の窒
素消費，耐圧容器が必要なことからコスト高が問題
である．また，高圧ガスを取り扱う上での危険性も
伴うため，常圧窒素雰囲気にて均質な AlN-SiC 固
溶体の合成が望まれた．
常圧窒素雰囲気下で均質な固溶体を得るには別の
アプローチにより窒素を供給させる必要がある．そ
こで我々は固相からの窒素供給を検討した結果，常
圧窒素雰囲気且つ高温環境下で分解する Si3N4に着
目した．図 5に Si3N4の熱力学的安定領域状態図を
示した5）．図中左下から右上に引かれている線上で
固相の Si3N4とその分解によって生じた液相の Si

と気相の N2が存在する領域である．一方，線上の
左側領域では液相の Si と気相の N2が存在し，右
側では固相の Si3N4のみが存在する領域である．

図 4 燃焼窒化法により合成された AlN-SiC
固溶体の 60°付近の X 線回折パター
ン．Al/Si/C＝6/4/4.

図 5 Si3N4の熱力学的安定領域状態図
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本来この図は原料粉末中の Si3N4の分解が許されな
い焼結体の作製に用いるものであるが，我々はこの
性質を逆手に取り Si3N4を故意に分解させるために
この図を用いた．この図から 1900℃以上の領域で
窒素雰囲気が 1 atm であれば，Si3N4が液相の Si に
分解することが分かる．この性質を利用して低圧窒
素雰囲気で Al＋N2の 2000℃ 以上に達する反応熱
にて原料粉末中の Si3N4を分解させ，気相の他に固
相からも窒素を供給させることにより常圧窒素雰囲
気にて均質な AlN-SiC 固溶体の作製を試みた．
以下の反応式になるよう原料粉末をモル比にて秤
量・混合した．

例：4.0 Al＋1.5 C＋0.5 Si3N4＋N2

→4 AlN/1.5 SiCss

図 6に原料粉末及び供給窒素ガス圧 0.1～6.0 MPa

にて燃焼窒化合成を行って得られた X 線回折結果
を示す（図中（e）は混合粉末）．全ての供給窒素ガ
ス圧下で 2 H 構造の AlN-SiC 固溶体（図中●）と
微量の Si（図中△）が確認された．この系では原
料粉末中に Si が含まれていないことから，燃焼合
成反応中に Si3N4の分解により発生した Si である
ことが推測される．一方，供給窒素ガス圧が 4.0 MPa

以上で微量の未反応 Al（図中▲）と C（図中○）
及び Si3N4（図中□）のピークが確認できる．先述
した Al/Si/C 系の結果とは逆に供給窒素ガス圧の上
昇に伴い未反応物が増加している．これは相図から
考察すると高圧窒素雰囲気では Si3N4が安定領域で
分解し難いので未反応物として残留し，結果として
反応熱の希釈材として作用したことが原因と考えら
れる．また，本稿では割愛しているが，固溶の度合
いや均質さの評価に使用している 60°付近の（110）
面回折ピークであるが，供給窒素ガス圧 0.1 MPa に
て最も均質な AlN-SiC 固溶体が得られていた．
高温且つ常圧窒素雰囲気で分解する性質を有する

Si3N4を用いることにより，窒素が固相（Si3N4由
来）と気相の 2源から反応に供給され，未反応物の

少ない比較的均質な AlN-SiC 固溶体の合成が可能
となった．また，常圧窒素雰囲気での合成が可能に
なったことから，低コスト，低環境負荷且つ安全性
に優れた合成法の確立に至った．

以上が大学院の 2年間で私が担当した研究内容で
す．大柳研究室に在籍した 3年間，上記研究テーマ
を通じて，技術者・研究者としてやっていける様に
しっかり鍛えて頂きました．大学院を修了してから
の企業に在籍していた 15年間はずっと研究職に就
くことができました．3回生に「将来的には研究職
に就きたい」という無謀とも思えた夢を現実に叶え
る事ができました．

図 6 燃焼窒化法により合成された AlN-
SiC 固溶体の X 線回折パターン（4
Al/1.5 C/0.5 Si3N4 供給窒素ガス圧
＝0.1～6.0 MPa）
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3．社会人及び博士後期過程での研究生活

修士終了後，大阪の某会社にて研究開発の仕事に
就きました．そこでは金属粉末を用いた焼結，即ち
粉末冶金プロセスを用いて材料開発を行っていまし
た．常圧焼結の基本や焼結品の量産方法について貴
重な経験ができました．そこでの研究業務も楽しか
ったのですが，バブル崩壊後の業績の悪化や自分自
身がセラミックスの研究がしたいという夢があった
ので入社 2年後の 2002年に転職を決意しました．
転職先は下請け加工業を営んでいましたが，新た
にセラミックス関連の商品開発部署を立ち上げたと
いうこともあり，研究員を募集していました．ご縁
がありその企業へ入社しました．立ち上がったばか
りの部署で研究開発の実績もなく，焼結装置以外の
分析評価機器が揃っていなかったこともあり，大柳
先生の指導を受けて商品開発を実施していました．
また，2005年には「博士号取得せよ」との辞令を
受け本学の社会人ドクターとして入学しました．ま
た，私事ですが同年に子供が産まれ，育児と研究活
動で超多忙だったことが思い出されます．以下に博
士課程及び共同研究の際に研究していた内容と商品
化の例を記します．

3.1 放電プラズマ焼結法を用いた商品開発6）

転職後の会社では放電プラズマ焼結法を用いてセ
ラミックス材料の研究開発を行っていました．この
放電プラズマ焼結法（Spark Plasma Sintering : SPS）
は「パルス通電法」，或いは「パルス通電加圧焼結
法」とも言われ，難焼結セラミックスや傾斜材料，
熱電変換材料等の最新材料合成分野で注目されてい
る新しい焼結法です．SPS 法の特徴を従来法と比較
すると，
・ホットプレス焼結などと同様の一軸圧縮焼結法の
一種であるが，ホットプレスは焼結容器全体を加
熱する必要があるので昇温速度が遅い（通常 20

℃/min，最大 40℃/min）．一方，SPS は粉末が充
填されたグラファイト型に直接通電（パルス通

電）するので急速昇温（通常 300℃/min，最大 1000

℃/min）が可能．急速昇温・短時間で熱処理でき
るのでナノ粒子の粒成長を抑制した焼結が可能．
・SPS は加熱範囲が限定されるため冷却速度が早
く，昇温から取出しまで短時間である．例えば焼
結温度 800℃の金属を焼結する場合，ホットプレ
ス 1回の焼結に 8時間要するに対し，SPS は僅か
40分である．短時間プロセス且つ投入エネルギ
ーが低いことから産業界及び研究者に多く採用さ
れている．
・ホットプレスは焼結材料を炉内全体にてゆっくり
時間をかけて加熱しますが，SPS は特殊な ON-

OFF 直流パルス通電を行うことにより導電性材
料での電界拡散により物質拡散・焼結が促進され
る．更にこのパルス通電により粒子間隙で火花放
電が発生するといわれており粒子表面のクリーニ
ング効果により焼結プロセスが促進されている．

という様な特徴を有しており国内外で盛んに研究
されている．本学においてもこの放電プラズマ焼結
装置を大柳研究室に導入しており，この分野を世界
でリードしている．

3.2 SiC ナノ粉末の放電プラズマ焼結7）

SiC（炭化珪素）は軽量，高温での高強度，低い
熱膨張係数，高い化学安定性等，優れた性質をもっ
ていることから様々な工業分野で注目を集めている
存在である（生活の中ではあまり見かけない材料で
すが身近な例として，金属等を削る・磨く際に使用
する研磨紙等に使用されています）．更に高温での
優れた耐酸化性を有していることから化学蒸着法
（CVD）で作製した様な超緻密薄膜については，デ
ジタルカメラレンズ等に使用されているガラスレン
ズの成形型に使用されている．しかしながら CVD

で作製された超緻密 SiC 薄膜は高価であり，更に
は度重なる成型サイクルにより表面粗度が劣化して
しまった場合，その膜厚が薄いため再研磨が不可能
であることからコストパフォーマンスが悪い．そこ
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で近年では再研磨を可能にするため超緻密体で構成
された SiC 焼結体が要求されており，盛んに研究
が行われている．超緻密 SiC 焼結体を得るには超
高圧 HIP（Hot Isostatic Pressing）等を用いて焼結助
剤を添加することにより実現可能である．しかし，
この工法により作製された焼結体の粒界には焼結助
剤が偏析しており研磨時に SiC と焼結助剤の研磨
速度が異なるため面粗度が悪化する（焼結助剤は
SiC に比べ柔らかいので先に削れ落ちる．結果マイ
クロオーダーの凸凹形状が発生）．よって焼結助剤
を添加することができない．また，この工法ではナ
ノサイズの粉末を用いても緻密体を得るには長時間
の熱処理が必要であり，結果として粒成長を引き起
こす（超高温で数時間保持するため粒子が成長す
る）．この様な焼結体の加工時に焼結体から粒子が
脱粒してしまった場合，マイクロオーダーの穴が表
面に形成され，成型時にその形状がガラスレンズに
転写され，結果として光学特性を失ってしまう．そ
の脱粒による穴の大きさがナノオーダーであれば光
学特性は失われないと言われており，焼結体はナノ
サイズの粒径で構成されている必要がある．同様に
焼結体の内外部にマイクロメーターオーダーの気孔
が存在する場合も光学特性に影響を及ぼすため，焼
結体は超緻密体であることが要求される（密度 99

％以上）．即ち，光学ガラスレンズ向け金型には不
純物が少ないナノ粒径を有した超緻密 SiC 焼結体
が要求されていた．
本研究ではメカニカルアロイング法8）（MA 法）

を用いてナノ粒子サイズの SiC 粉末を作製した．
この方法は 2種類以上の粉末を遊星ボールミル等を
用いて機械的に処理すると，原子レベルに混合でき
る他に粉末が粉砕されてナノサイズの粒子を得るこ
とができる．また，高エネルギーを粉末（固体）に
与えるので高濃度の積層欠陥を有した粉末を得るこ
とが可能となる．しかし，MA 法で得られたナノ粉
末を従来の焼結方法にて粒成長を抑制しつつ緻密体
を得ることは非常に困難である．これらの問題を解
決するには低温・短時間で完全な焼結をする必要が

ある．そこで我々は低温・短時間，更に難焼結材料
の焼結で注目されている放電プラズマ焼結機（以下
SPS 法）を用いてナノ構造を有した緻密 SiC 焼結
体の作製を試みた．
図 7に Si と C を各時間で MA 処理して得られ

た粉末の X 線回折結果を示した．MA 処理時間が

増加するに従い Si 粉末の微細化とアモルファス化
に伴って Si ピーク（図中○．28°付近）強度が減
少した．6時間以上 MA 処理した粉末からは Si の
ピーク以外にブロードした 3 C-SiC の（111）面に
相当するピークが出現した（35°付近）．
MA 処理が 10時間以下では 28°付近の Si ピークを
観測することができるが 12時間ではそのピークが
完全に消滅した．この粉末を不活性雰囲気で Si の
焼きなまし（800℃－24 h）を行った結果，Si のピ
ークが僅かに回復したので未反応のアモルファス
Si の存在が確認された．従って Si 及び C 粉末を完
全に反応させるためには処理時間を長くする必要が
ある．次に 24時間 MA 処理した粉末では SiC のピ
ーク強度が更に増加しそのピーク形状はブロードし
ていた．その後，MA 処理を 48時間まで行ったが，

図 7 遊星ボールミルで MA 処理した粉
末の X 線回折パターン．図中に処
理時間を記している．
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そのピーク強度は 24時間のものと大差はなかった．
この 24時間 MA 処理した粉末を焼きなましを行っ
た結果，未反応の Si ピークは確認できなかった．
従って本研究では全ての Si と C の粉末が反応する
には 24時間の MA 処理が最適と判断した．また，
これらの粉末を透過型電子顕微鏡により粒径を観察
した結果，1次粒子径は 10 nm あるいはそれ以下で
構成されていた．
以上の結果から本実験で得られた粉末を考察する
と，X 線回折のブロードした形状より SiC の c 軸
方向の積み重なり，即ち（111）面方向が無秩序に
積層されていることを示している（積層無秩序構
造）．更に粒径がナノサイズであることも影響して
いると考えられる．

24時間 MA 処理して得られた SiC 粉末を放電プ
ラズマ焼結（1900℃－10 min, 70 MPa）した結果，
昇温中の 1560℃付近で焼結が開始し，保持温度の
1900℃に達するまでに急激に焼結が進行した．ま
た，焼結時の収縮挙動を解析した結果，1870℃付
近で最も焼結が進行していた．以上の結果より，従
来法で緻密体を得るには超高圧で 2000℃以上の熱
処理が必要であったが，本研究の工法（MA 法＋SPS

法）により 100℃低温の 1900℃で緻密体を得られ
る可能性が示唆された．
図 8に各焼結温度で得られた SiC 焼結体の相対

密度測定結果を示す．なお，相対密度の算出に用い
た β-SiC の理論密度は 3.215 g/cm3である．保持温
度 1500℃の相対密度値は焼結前の圧粉密度と同じ
であることから焼結は進行していない．保持温度
1600−1700℃時，緩やかな密度上昇が観察できるこ
とから僅かながら焼結していることが推測される．
前述に記したようにこの粉末は 1560℃以上で焼結
が開始する現象によく一致している．次に 1700−

1800℃時に急激な密度上昇が観察され，1800℃で
の相対密度は 97％であった．更に温度を上昇させ
た 1900℃での相対密度は 99.5％であり緻密な SiC

焼結体が得られた．

一般に焼結助剤無添加の SiC の焼結には 2000℃以
上の条件が必要であると言われているが，100℃以
上低温で緻密体を得ることが可能となった．この緻
密化機構は MA 処理した粉末の粒径がナノオーダ
ーであるのに加え他に焼結を促進している要因があ
ると考えられる．
図 9に保持温度 1500℃から 1900℃にて放電プラ
ズマ焼結して得られた SiC 焼結体の X 線回折結果
を示す．なお，上図 A は 2 θ が 20−80°，下図 B は
詳細に検討するため 2 θ を 31−43°まで拡大してい
る．保持温度が高温になるに従いピークが鋭くなり
結晶性が良好になる傾向を示している．また，SiC

の低温相である 3 C 構造を有していることが分か
る．保持温度 1600℃以下ではブロードした形状の
ピークが得られていることから未だ積層無秩序構造
を有した状態である．保持温度 1700℃ではある程
度の構造秩序化は観察できるものの，積層欠陥の指
標である（200面）の回折ピーク（2 θ＝42°）はブ
ロードしているので構造の秩序化は完了していない
ことを示している．次に保持温度 1800℃以上の領
域では（200）面の回折ピークが鋭くなり構造の秩
序化が完了している．以上の結果から本研究で作製

図 8 各焼結温度で得られた SiC 焼結体の相対
密度．
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した SiC 粉末はナノサイズの粒子であることの他
に積層無秩序構造を有しており，それが秩序化する
際に体積拡散が急激に進行することにより従来より
も低温且つ焼結助剤無しで緻密化したと考えてい
る．

本研究で得られた超緻密 SiC 焼結体を用いて作
製した光学ガラスレンズ向け SiC 金型の試作品を
図 10に示した．一般に市販されている SiC は絶縁
体であるため，その加工にはダイヤモンド分散砥石
等を用いて長時間の研削加工が必要とされていた．

一方，本研究で得られた SiC は偶然にも導電性を
有していたため，放電加工を実施してみたところ，
切断や穴あけが可能であった．結果，従来法の加工
法に比べ加工時間が大幅に短縮され，加工費を低減
することに成功した（加工速度：放電加工＞研削．
また放電加工は無人運転が可能）．

4．おわりに

私が本学を卒業して 15年が経過してしまいまし
た．あっという間の 15年間でした．私が入学した
頃瀬田キャンパスには理工学部と社会学部のみで学
生さんも少なかったですが，近年では国際文化学部
（2015年深草へ移設），環境ソリューションや農学
部の開設により学生数が増え大変賑やかになったも
のです．
さて，2015年度から教員という立場でお世話に

なります．本学で学んだことや企業での研究経験を
活かして，母校である本学の発展に寄与したいと思
っております．また，私は物質化学科の実験を担当
しているので，学生さんと至近距離で接する機会が
多くあります．私からの一方的な指導や情報の伝達
だけではなく，学生さんからの意見や情報にも耳を
傾け意見交換できる環境を作り上げたいと思ってお
ります．最後に本稿を読んで頂いた学生さんに次の
言葉を送り終わりとしたい．

図 10 光学ガラスレンズ向け SiC 型9）（試作品）
左二つは上下パンチ．右はダイス．

図 9 各焼結温度で得られた SiC 焼結体の X 線回
折

パターン．A : 20から80°．B : A の拡大 31から43°．
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「チャレンジして失敗することを恐れるよりも，
何もしないことを恐れろ」

本田 宗一郎

是非いろんなことにチャレンジして下さい．
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